
以光電化學反應在n型氮化鎵上成長氧化物（Ga2O3）之研究

許智銘、蕭宏彬

E-mail: 9511197@mail.dyu.edu.tw

摘 要

半導體的氧化物可以是元件結構的一部份，如金氧半(MOS)結構；也可提供元件表面的保護作用。隨著氮化鎵材料在光電

子元件、高溫及高功率電子元件等方面應用的快速進步，如今氮化物材料的重要性是不可言喻。一般讓氮化鎵自然成長氧

化物是運用熱氧化的技術，但是長時間高熱的溫度會讓氮化鎵磊晶品質劣化，進而影響元件的特性。 本論文利用光電化學

氧化技術（photoelectrochemical oxidization）在n型氮化鎵上進行氧化實驗，成長原生的三氧化二鎵（Ga2O3）之氧化物。

首先，為提升氧化物成長速率，以不同濃度的磷酸為電解液，嚐試以未加偏壓及偏壓1V和2V等條件來成長氧化物，利用

α-step、SEM及EDX等儀器來量測氧化物的厚度、表面形態及成份分析。結果發現，以0.0032M的磷酸為例，在未加偏壓

時的氧化速率為224nm/h；在偏壓1V下，氧化速率為2.8μm/h；在偏壓2V下，氧化速率為5μm/h。同時，從EDX分析發

現氧含量會隨著外加偏壓增加而增加。所以，結果顯示外加偏壓可以幫助氮化鎵的氧化和提高氧化物的成長速率。 最後，

為評估三氧化二鎵氧化物的特性以開發可以應用在金氧半場效電晶體或元件表面保護的氧化物材料，實驗中以MOS為測

試結構，透過電流－電壓及電容－電壓特性曲線的量測來分析氧化物的特性。於實驗製程中，也發現成長完成之氧化物必

須經由高溫退火，才能增加其抗酸鹼的能力，以利後續元件製程的進行。
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